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(57) Abstract 

The use of a swellable plastic in which additives like carbon, metal particles or the like arc dispersed is proposed for the 
manufacture of a resistive moisture sensor. In a process for making such a resistive moisture sensor, swellable plastics, especially 
porytmides and/or coporyimides, arc dissolved in a polar solvent like N-methyi pyiroUdono, whereafter conductivity additives 
like soot are dispersed in the solution and uniformly distributed and then the solution is applied to an inert substrate (1) and 
dried. 

Znr Hersteflnng ein.es resistxven Ftnrfitigkeilsseiisors wird die Verwendung eines Qudlfflhigen KunststofTes, in welch em 
zur Verbesserung dcr Leitfahigkeit Zusfitze, wie KohlenstorT, MetaDstanb oddgL, dispcrgf ert sind, vorgeschlagen Bei einem Ver- 
fahren zur Herstellung eines derartigen iesistiven Fmchtigkritssensors werden queUiahige KunststofTe, insbesondere Poryimide 
und/oder Copchyimidc, in einem polaren Losungsmrttel, wie Z.B. N-Methylpy i lulidon, gettst, worauf LeWWugkeitszusatxe, wie 
z-B. Ruft, in der Losung dispergiert und homogen verteQt werden und anschliefiend die Losung auf einen inerten Trflger (1) aufge- 
bracht und getroefcnet wird. 
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Verwendunq eines cmellfShigen Kunststoffes, sowie Verfahren 
zur Herstellung eines resistiven Feuchtigkeitssensors 

Die Erfindung bezieht sich auf die Verwendung eines quell- 
5 fShigen Kunststof fes, in welchem zur Verbesserung der Leit- 
fahigkeit ZusStze, wie Kohlenstoff , z.B. RuB, Metal Is taub 
od.dgl. , dispergiert sind, zur Herstellung eines resistiven 
Feuchtigkeits sensors , sowie ein Verfahren zur Herstellung 
eines derartigen resistiven Feuchtigkeitssexisors » 

10 

Resistive Feuchtigkeitssensoran, d.h„ Feuchtesensoren, die 
einen eiektrischen Widerstand in AbhSngigkeit von der Luft- 
feuchtigkeit Hndern, sind mit Metal 1- Oder Halbleiteroxiden 
als feuchtigkeitsempfindlichen Material bekannt. Die ge- 

15 nannten feuchtlgkeitseopfindlichen Material ien kommen haupt- 
sachlich in Form von S interkOrpem , Kerastik, Foil en, ge- 
brannten Dickschlchtpasten und chemisch abgeschiedenen 
BelSgen zur Anvendung, Derartige Feuchtigkeits sensor en 
zelchnen sich in den genannten Ausftihrungsformen durch hohe 

20 Empfindlichkeit, d.h. hohe Widerstands&nderung bei Xnderung 
der Feuchtlgkeit aus, sind aber nnr in geringem Ausmafi stabil 
und we i sen ein relativ tr&ges Ansprechverhalten und insbe- 
sondere lange Ansprechzeiten auf. Da das feuchtigkeita- 
aufnehmende Volumen derartiger Sensoren verhSltnism&Big groB 

25 ist, Ittfit sich die tr&ge Ansprechcharakteristik verstehen. 

Me tall- oder Halbleiteroxid-Feuchtigkeltssensoren weisen 
darflberhinaus in allgemeinen eine stark nicht-lineaxe Wider- 
stands-Feuchtigkeits-Charakteristik sowie relativ grofie 
30 Wider stande auf, was den Aufwand in der Auswerteelektronik 
erhBht. Sensoren der eingangs genannten Art sind beispiela- 
weise aus der DB-PS 16 98 096 , DE-OS 27 28 092 , der DE-OS 
30 24 297 , der OS-PS 3 453 143 und der DE-AS 29 38 434 zu 
entnehmen. 

35 
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Die Brf indun g zielt nun darauf ab r einen resistiven Feuchte- 
sensor zur VerfQgung zu stellen, welcher in einfacher Weise 
herstellbar ist und sich durch gute Linearitat der Wider- 
stands-Feuchte-Charakteristik, sowie ein ftlr die Auswertung 

5 besonders geeignetes Widerstandsniveau auszeichnet. Erfin- 
dungsgemlLB wird hiezu vorgeschlagen, einen quellfMhigen 
Runs ts toff, in velchem zur Verbesserung der Leitf&higkeit 
Zus&tze vie KoMenstoff , Metallstaub od.dgl. , dispergiert 
sind, zur Herstellung eines resistiven Feuchtigkeits sensors 

10 zu verwenden. QuelXfShige Kunststoffe, vie beispielsweise 
Polyimide, sind im Zusaxmnenhang mit kapazitiven Feuchtig- 
keitssensoren here its vorgeschlagen worden. DaB sich quell- 
fahige Kunststoffe mit entsprechenden, die LeitfShigkeit 
erhtShenden Zusfitzen fOr die Herstellung von resistiven 

15 Feuchtigkeits sensoren eignen, lag in keiner Weise nahe. Der 
Mechanismns fUr die Funktion eines derartigen quellfHhigen 
Kunststoffes als Matrix far die Leitffihigkeit erhShende 
Zusatze zur Herstellung eines resistiven Feuchtigkeitssensors 
ist keinesvegs vollstfindig geklSrt. Die flberraschend als 

20 relativ linear beobachtete Widerstands-Feuchtigkeits-Charak- 
teristik wird darauf zurtlckgefOhrt, daB durch das Quellen des 
guellfMhigen Kunststoffes bei zunehmender Feuchtigkeit der 
relative Abstand der die LeitfShigkeit erhBhenden ZusStze 
vergr5Bert vird, so daB eihe positive WiderstandsSnderung mit 

25 steigender Feucbte beobachtet wird. Die Vervendung einer 
Polymermatrix aus quell fahig em Runststoff hat hiebei den 
Vorteil, daB mit relativ dUnnen Schichten gearbeitet verden 
kann, vodurch die Ansprechgeschvindigkeit vesentlich ge- 
steigert verden kann r vobei die Tatsache, daB die Grund- 

30 leitfahigkeit durch ZusSLtze, vie Kohlenstoff, z.B. Kufl, 
Metal Is taub od.dgl., erzielt wird, die MBglichkeit bietet, 
resistive Feuchtigkeitssensoren mit fQr nachgeschaltete 
Ausverteelektroniken gllnstigen Wider standswerten zu erzeugen, 
vobei der Wider stand avert in veiten Grenzen einstellbar ist. 

35 Oberraschend ist vor allem neben der im vesentlichen linearen 
positiven Widerstandscharakteristik die hohe Ansprech- 
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geschwindigkeit, welche eine deutliche Verbesserung bei 
besonders einfachex Hers tel lung dee Feuchtigkeltssensors mit 
sich bringt. Mlt Vorteil werden far die Here tel lung der- 
artiger resistiver Feuchtigkeitssensoren als quellf&higer 

5 Kunststoff Polyimlde, Copolyimide, Ar amide. Poly amide. Poly- 
aery late , Polymethacry late , Polycarbonate, Polysulfone oder 
Polyethylen eingesetzt, wobel In bevorzugter Welse als 
Leit£3higkeitszusS.tze bis zu SO Gew.-% Graphlt oder 3 bis 
15 Gew.-% RuB mlt elner spezifischen Oberfiache von xnehr als 

10 100 m 2 /g, inabeaondere etwa 1000 m a /g elngesetzt werden. Bin 
hobes Mafl an Stabilltat und eine hohe Linearit&t der Wider- 
stands-Feuchtigkeitscharakteristlk IMfit sich dadorch er- 
zielen, dafl die LeitfMhlgkeitszusatze mlt D isper giermi tte In , 
wie z.B. Siloxanen, eingebracht werden und eine maximal e 

15 TeilchengrOBe von 25 \xm aufweisen. 

Prlnzlplell kann eln derartiger quellfShiger Kunststoff in 
konventloneller Welse auf ein entsprechendes isolierendes 
Tr&germaterial aufgebracht werden, um die mechanische Stabi- 

20 lit&t sicher zustellen . Die Sensormasse kann blebei nacb dem 
homogenen Binbrlngen von LeitfMhigkeitszusMtzen dorch 
Scbleudern, Tauchen oder SprOhen oder auch Streichen, Drucken 
od.dgl. aufgebracht werden, wobel lnsbesondere ixn Falle der 
bevorzugten Verwendung von Polyimlden als quellfShigem 

25 Kunststoff eln besonders vorteilhaftes Verfabren zur Her- 
s tel lung eines derartlgen resistlven Feuchtlgkeltssensors im 
. wesentllchen darln besteht, dafi quellf&hlge Kunststoff e, 
lnsbesondere Polyimlde und/oder Copolyimide In eln em polar en 
Ldsungsmi -;tel, wie z.B. N-Methy lpyrrolidon , geld at werden, 

30 dafi hierauf Leitf ahigkeitszusStze, wie z.B. Rufl, in der 
L5sung diaper giert und homogen verteilt werden, und dafi 
anschliefiend die LOsung auf einen inerten Tr&ger aufgebracht 
wird und anschliefiend getrocknet wird. Fur die L 6 sung von 
Polyimlden und/oder Copolyimiden in polar en L&sungsmitteln 

35 kttnnen hiebei auch bereits vo lis tan dig ixnldlsierte Mater la- 
lien Verwendung finden, wodurch sich besonders homogene und 
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entsprechend dlinne Schichten mit entsprechend grofier An- 
sprechgeschwindigkeit er2ielen lassen. Die Verwendung polar ex 
Lfimingsmittel r welche durch Trocknen entfernt werden kttnnen, 
erlaubt es in einfacher Weise, homogene und dOnne Schichten 
5 aus quellffihigen Runs tstof fen mit den zuvor eingebrachten, 
die Leitfahigkeit erh6henden Zusatzen auf einen mechanlsch 
stabilen , inerten TrSger aufzubringen . Als isolierendes 
Tragermaterial kann hiebei in konventioneller Weise Glas, 
Keramik, oxidierte Silizium-Wafer od.dgl. , eingesetzt werden, 
10 wobei die Verwendung von Polyimiden in vollst&ndig imidisier- 
tem Zustand in einem polar en LGsungemitt^l beliebige Schicht- 
starken mit voile tSndiger Homogenitat erzielen lfiBt, da beim 
nachfolgenden Entfernen, insbesondere Abdampfen des Lbsuxigs- 
mittels, keine chemische Reaktion in der Beschichtung ablfiuft 
15 und dadurch die Gefahr der Ausbildung von Inhomogenitaten in 
der OberflEche v ermi eden wird. Auf diese Weise lassen sich 
auch bei extrem kleinen Schichtstarken reproduzierbare 
Widerstandewerte einstellen. Mit Vorteil wird erfindungsgemSB 
fOr die Trocknung so vorgegangen, daB die Trocknung in 
20 wenigstens zwei Stufen vorgenommen wird, wobei in der era ten 
Stufe bei Temperaturen zwischen 80° und 140 °C, insbesondere 
120°C # und in jeder weiteren Stufe bei einer urn 50 bis 80°C 
erhdhten Temperatur getrocknet wird, wodurch eine homogene 
und glatte Oberfiache erzielt wird, welche ein reproduzier- 
25 bares Ansprechverhalten bei ira wesentlichen gleichbleibender 
Grundeinstellung des Widerstandswertes erzielen lafit. Im 
Falle von resistiven Feuchtigkeitssensoren entfailt die fflr 
kapazitive Sensoren er f order liche, feuchtigkeitsdurchlEssige 
Deckelektrode, so da£ vergleichsweise besonders kurze An- 
30 sprechzeiten mSglich werden. Als polares Ldsungsmittel . kann 
im Falle von Polyimiden mit Vorteil Dimethylf ormamid , Di- 
me thy lace tamid r Dimethylsulfoxid, N-Methylpyrrolidon oder 
Sulfolan verwendet werden, wobei eine vollst&ndige LSsung in 
einem derartigen polar en LGsungsmittel dann sichergestellt 
35 werden kann, wenn als Polyimid ein Copolymeres aus 3,3 ',4,4 
-Benzophenontetracarbonsauredianhydrid und 60 bis 100 Mol.% 
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Toluylendiami n (2,4- und/oder 2,6-Isomeres) oder Toluylen- 
diisocyanat (2,4- und/oder 2,6-Isomeres) and 0 bis 40 % Mol*% 
4 , 4-Methylenbis (phenylamin) oder 4 , 4 ■ -Methylenbis- (phenyl- 
isocyanat) und insbesondere ein llneares Polyimid mit einem 

5 Gewichtsmittel von 30000 bis 300000 Binheiten und einem 
Zahlenmittel von 10000 bis 60000 eingesetzt wird. Ein der- 
artiges llneares Polyimid kann aus der La sung durch Tauchen, 
Spruhen oder Schleudem aufgebracht werden und es wird auf 
dlese Welse sichergestellt, dafi die aufgebrachte Schieht fiber 

10 die gesamte FISche gleichm&filg dick und pinholefrei 1st, 
wobei die Schichten mit bedeutend geringerer Dicke aufge- 
bracht werden k5nnen, was insbesondere im Hinblick auf die 
Ansprechgeschwlndlgkeit von besonderer Bedeutung 1st. 

15 Als llneares Polyimid mit be Bonders hoher Bmpf indlichkeit und 
gegenOber herkGrnmlichen Polyimidfilmen verbessertem An- 
sprechverhal ten wurde ein Copolymer aus 3,3 V ,4,4 V -Benzo- 
phenontetracarbons&uredianhydrid und 60 bis 100 Mol.% 
Toluylendiamin (2,4- und/oder 2,6-lBomeres) oder Toluylen- 

20 diisocyanat (2,4- und/oder 2,6-Isomeres) und 0 bis 40 % Mol.% 
4 , 4 -Methylenbis (phenylamin) oder 4,4' -Methylenbis- (phenyl- 
isocyanat) aufgefunden. Die Verwendung eines derartigen 
Copolymers, insbesondere eines derartigen statistischen 
Copolymers mit einem Gewichtsmittel von 30000 bis 300000 

25 Einheiten und einem Zahlenmittel von 10000 bis 60000 Bin- 
heiten, zeichnet slch dadurch aus, dafi es in den oben ge- 
nannten stark polar en L8sungsmitteln ohne wei teres ldslich 
1st, wobei die Haftung und insbesondere die Gefahr eines Ver- 
rutschens oder Abldsens der nach dem Trocknen ausgeblldeten 

30 Polyimidschicht vom TrSgermaterial mit Slcherheit dadurch 
verhindert werden kann, dafi vor dem Auftragen der Polyimid- 
schicht ein Haftvermittler, insbesondere or gano funk t lonel le 
Si lane mit einer oder mehreren funktionellen Bndgruppen (so 
z.B. Aminopropyltriethoxysilan, Aminoethylaminopropyl- 

35 trimethoxysilan oder 3 -Gly c idoxypropy 1 tr iethoxy si lan etc.), 
aufgebracht wird. Derartige organofunktionelle Silane sind 
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einfach verarbeitbar und zeigen zu Oblicherveise verwendeten 
TrSgermaterialien, wie Glas, Keramik, Metall od^dgl., ebenso 
wie zu den fttr die Herstellung der feuchtigkeitsens>f indlichen 
Schicht verwendeten linearen Idslichen Polylmiden eine grofle 

5 AffinitSt. Durch die gute Ldslichkeit derar tiger organo- 
fnnktioneller Silane sowohl in w&ssrigen als auch nicht 
wSssrigen LBsungsmitteln lassen sich insbesondere durch 
Tauchen r Sprtthen oder Schleudern extrem dOnne Schichten des 
Haftvermittlers auf dem Tragermaterial aufbringen, so dafi die 

10 Gesamtdicke des Sensors durch den Haftvermittler nur un- 
wesentlich vergrOBert wird. 

Die vollstandige Bntfernung des polaren LGsungsmittels in 
mehreren Stufen in den angeftthrten Yemperaturbereichen ergibt 

15 eine dtlnne, homogene Polyimidschicht auf dem Trfiger und eine 
gleichmSBige Durchtrocknung des Polyimids liber die gesamte 
FlSche und Tiefe des Banteiles. Gleichzeitig wird mit einer 
derartigen Temperaturbehandlung flberraschenderweise eine 
weitere Linearisierung der Widerstands-Feuchtigkeits-Charak- 

20 teristik erzielt, wobex mit Vorteil die maximale Trocknungs- 
temperatur kleiner 280°C r vorzugsweise mit etwa 260°C, 
gewShlt wird. 

Um den Aufwand fOx die nachfolgende Auswerteschaltung gering 
25 zu halten, wird mit Vorteil der spezifische Widerstand des 
leitfShigen, quellfShigen Kunststoffes auf 0,5 JT cm bis 
50 *-&-cm, insbesondere 5 -CI cm bis 30 kJXcm eingestellt. 

Nach der auf diese Weise vorgenommenen Konditionierung des 
30 Polymers durch Trocknung, Erstarrung bzw. gegebenenfalls Aus- 
heilung k&nnen die zuvor am Trager vorgesehenen AnschluB- 
kontakte mechanisch r mittels Laser oder durch Plasmaatzen 
freigelegt werden und der Sensor mit AnschluBdrSLhten kontak- 
tiert werden. 
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Die Aufbringung der Polymermatrix kann hiebei unmittelbar auf 
den TrSger Oder gegebenenfalls unter Zwischenschaltung eines 
Haftvermittlers erfolgen r wobei fOr resistive Sensoran die 
Elektrodenstruktur auch anschliefiend fiber das Polymer durch 
5 Aufdampfen oder Sputtern hergestellt verden kann und gegebe- 
nenfalls photo lithograph! sch strnkturiert verden kann. Bei 
einer derartigen AusfOhrung rnOasen die Anscbluflkontakte nicht 
mehr vom Polymer befreit warden, so dafi die Strukturierung 
des Polymers ent fallen kann. 

10 

Die Brfindung wird nacbfolgend an Hand von in der Zeichnung 
schematiscb dargestellten Ausffihrungsbeispielen nSher er- 
l&utert. in dieser zeigen: Pig.l eine Draufsicht auf eine 
erste Ausbildungsform eines er f indungsgem&fi en Peuchteaensors; 
15 Pig. 2 einen Scbnitt nach der Linie II-II durch den Sensor der 
Pig.l, und Pig. 3 eine abgewandelte Aus f Ohrungs form in einer 
zu Pig. 2 analogen Darstellung. 

In Pig.l, 2 und 3 ist mit 1 ein isolierender TrSger be- 
20 zeichnet, welcher beispielsweise aus Glas, Keramik, oxidier- 
tem Silizium-Wafer oder anderen elektrisch isolierenden 
organischen oder anorganischen Tragermaterialien besteben 
kann. Auf den gereinigten und getrockneten TrHger 1 werden 
mittels eines Kathoden-Zerst&ubungsverfahrens in einem Prozefi 
25 zuerst eine Scblcbt HiCr mit einer StMrke von 200 nm und 
anschliefiend eine Schicht Au mit einer Schlchtstarke von 
150 nm aufgebracbt. Diese NiCr-Au-Schicht wird daran an- 
schliefiend in Porm von ineinandergrei f enden Rammelektroden 
2 und 3 photolithographisch strnkturiert. 

30 

Auf die gereinigte und getrocknete, gegebenenfalls mit einem 
Haftvermittler bebandelte Oberf llche des mit den Elektroden 2 
und 3 versehenen Substrata bzw. TrSgers wird die Msung eines 
im voll imidisierten Zustand noch in polaren LBsungsmitteln 
35 ldslichen Polylmids oder Copolyimids aufgebracbt, welches 
durch Zugabe von etwa 6% RuB, bezogen auf den Polylmidanteil 
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in der LOsung leitfHhig gemacht vurde und anschlieBend 
getrocknet. 

Die dttnne Polymerschicht 4 wird anschlieBend Qber den An- 
5 schluBflSchen der Elektrode entweder mechanisch oder durch 
Plasma&tzen oder mittels Laser entfemt, um ein Kontaktieren 
der Blektroden 2, 3 mit AnschluBdrfihten 5 zu erm&glichen. 

FQr die durch Zusatz von RuB oder Graphit leitfahig gemachte 

10 Polyimidschicht 4 wird ein line ares Copolymer aus 3,3* ,4,4'- 
~Benzophenontetracarbonsauredianhydrid und 60 bis 100 Mol.% 
Toluylendiamin (2,4- und/ oder 2 ,6-Isomeres) oder Toluylen- 
diisocyanat (2,4- und/ oder 2, 6-Isomeres) und 0 bis 40 % Mol.% 
4 r 4 9 -Methylenbis (phenylamin) oder 4,4 1 -Methylenbis- (phenyl- 

15 isocyanat) in einem stark polar en LBsungsmittel vie bei- 
spielsweise Dime thy If ormamid , Dime thy lace tamid , Dimethyl- 
sulfoxide N-Methylpyrrolidon oder Sulfolan eingesetzt. Nach 
dem Aufbringen eines derartigen statistischen Copolymers mit 
einem Gewlchtsmittel von 30000 bis 300000 Einheiten und einem 

20 Zahlenmittel von 10000 bis 60000 wurde das Polyimid bei 
Temperaturen von Ober 105 °C bis maximal 280 °C ansteigend ge- 
trocknet, wobei in drei Stufen getrocknet vurde und in jeder 
der drei Stufen die Temperatur gegentiber der zuvor herrschen- 
den Temperatur urn jeweils 50 bis 80°C erhSht vurde. Die 

25 Trocknung orfolgte belsplelsveise bei 120°C, 190°C und 
260°C.Das lineare Polyimid vurde aus der L5sung durch 
Taucben, SprOhen oder Schleudem aufgebracht. Prinzipiell ist 
die Verarbeitung des linearen statistischen Copolyimids fOr 
die Herstellung der Polylmidechicht 4 direkt aus der bei der 

30 Polykondensation erhaltenen L5sung m6glich. Bbenso kann aber 
das Polyimid zuvor ausgefSLllt, getrocknet und gelagert verden 
und erst bei Bedarf eine geeignete LSsung hergestellt verden. 

Bei der AusfOhrungsform gemSB Fig. 3 wird auf die gereinigte 
35 und getrocknete, gegebenenfalls mit einem Haftvermittler 
behandelte Oberflache des Substrate bzw. Tragers 1 die mit 
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Rtifi bzv. Graphit lextfHhig gemachte Ldsung des Polyimids 
wiederum durch Schleudern aufgebracht und in einem Umluf tof en 
in drei Stafen bei etwa 120 °C, 190°C und 260 °C getrocknet. 

5 Auf die so hergestellte leitfShige, dOnne Polyimidechicht 4 
wird nachfolgend mittels eines Zerstaubungsverfahrens in 
einem Prozefi zn e rst eine Schicht NiCr ail: einer St&rke von 
200 nm und anschliefiend eine Schicht Au mit einer Schicht- 
st&rke von 150 nm aufgebracht. Diese NiCr-Au -Schicht wird 

10 nachfolgend ebenfalls in Form von ineinandergreifenden 
Xammelektroden 2, 3 photolithographisch strukturiert und mit 
Ans ch lufi dr cLh ten kontaktiert. 

Besonders geringe S chicht s tSrken und damlt hohe Ansprech- 
15 geschvindigkeit sind durch Schleudem und Drucken erh&ltlich, 
wobei ein Dickenbereich von 0,3 um bis 10 fun, vorzugsveise 
0,5 nm bis 2 jua, in Betxacht kommt. 

20 



25 



30 



35 



WO 91/03734 



PCT/AT90/00084 



- 10 - 

Patentansprtlche : 

1. Verwendang eines que 1 If ah i gen Kunststof f es , in velchem zur 
Verbesserung der LeitfShigkeit Zusfitze, wie Kohlenstoff , 

5 Metallstaub od.dgl., dispergiert sind, zur Herstellung eines 
resistiven Peuchtigkeits sensors. 

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafi 
als quellfShiger Kunststof f Polyimide, Copolyimide, Ar amide r 

10 Polyainide, Polyacry late , Polymethacry late , Polycarbonate, 
Poly sulf one oder Polyethylen eingeset2t werden. 

3* Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB als Leitfahigke±tszusatze bis zu 50 Gew.-% Graph! t oder 3 
15 bis 15 Gew.-% RuB mit einer spezifischen Oberfl&che von mehr 
als 100 m a /g, insbesondere etwa 1000 m a /g eingesetzt werden. 

4. Verwendung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die LeltfMhigkeitszusatze mit Dispergier- 

20 mitteln, wie z^B. Siloxanen, eingebracht werden und eine 
maximale Teilchengr&Be von 25 um aufweisen. 

5. Verfahren zur Herstellung eines resistiven Peuchtigkeits- 
sensors, dadurch gekennzeichnet, daB quell ffthige Kunststoffe, 

25 insbesondere Polyimide und/ oder Copolyimide in einexn polaren 
LBsungsmittel, wie z.B. N~Me thylpyrrolidon , gelBst werden, 
daB hierauf Leitf ahigkeitszusfitze , wie z.B, RuB, in der 
Ltfsung dispergiert und homogen verteilt werden, und daB 
anschlieBend die Ldsung auf einen inerten Trfiger (1) aufge- 

30 bracht wird und anschlieBend getrocknet wird. 

6* Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Trocknung in wenlgstens zwei Stufen vorgenommen wird, wobei 
in der ersten Stufe bei Tezoperaturen zwischen 80* und 140°C, 
35 insbesondere 120°C, und in jeder weiteren Stufe bei einer uxd 
50 bis 80 °C erhShten Temperatur getrocknet wird. 



WO 91/03734 



PCT/AT90/00084 



- 11 - 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch geXennzeichnet, daB die 
ma xi male Trocknungstemperatur kleiner 280 °C, vorzugsveise 
etwa 260°C, gewfihlt wird. 

5 8. Verfahren nach Anspruch 5, 6 Oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der epezifieche wider stand des leitfShigen, 
quellfahlgen Kunetstof fee auf 0,5 -O. cm bis 50 k JL cm, insbe- 
sondere SJXcm bis 30 kJIcm, eingestellt wird. 



35 
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